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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年9月30日(2010.9.30)

【公開番号】特開2007-88440(P2007-88440A)
【公開日】平成19年4月5日(2007.4.5)
【年通号数】公開・登録公報2007-013
【出願番号】特願2006-226517(P2006-226517)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/14     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/22     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/028    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  31/10    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｄ
   Ｇ０２Ｂ   5/20    １０１　
   Ｇ０２Ｂ   5/22    　　　　
   Ｈ０４Ｎ   1/028   　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年8月16日(2010.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体上に導電性薄膜、光電変換膜、透明導電性酸化物薄膜の順に積層されてなる光電変
換素子において、該透明導電性酸化物薄膜の膜厚が該光電変換膜厚みの１／５以下である
ことを特徴とする光電変換素子。
【請求項２】
　前記透明導電性酸化物薄膜の膜厚が前記光電変換膜厚みの１／１０以下であることを特
徴とする請求項１に記載の光電変換素子。
【請求項３】
　基体上に導電性薄膜、光電変換膜、透明導電性酸化物薄膜の順に積層されてなる光電変
換素子において、該透明導電性酸化物薄膜の膜厚が５ｎｍ以上３０ｎｍ以下であることを
特徴とする光電変換素子。
【請求項４】
　前記光電変換膜の膜厚が３５０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１～３のいずれ
かに記載の光電変換素子。
【請求項５】
　前記透明導電性酸化物がＩＴＯ又はＩＺＯであることを特徴とする請求項１～４のいず
れかに記載の光電変換素子。
【請求項６】
　前記透明導電性酸化物薄膜の光透過率が光波長４００～７００ｎｍの範囲で７５％以上
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であることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の光電変換素子。
【請求項７】
　前記透明導電性酸化物薄膜のシート抵抗が１００Ω/□以上１００００Ω/□以下である
ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の光電変換素子。
【請求項８】
　前記透明導電性酸化物薄膜がプラズマフリーな方法で成膜されることを特徴とする請求
項１～７のいずれかに記載の光電変換素子。
【請求項９】
　前記光電変換膜に、顔料系材料層が含まれることを特徴とする請求項１～８のいずれか
に記載の光電変換素子。
【請求項１０】
　前記顔料系材料層の膜厚が７５ｎｍ以上であることを特徴とする請求項９に記載の光電
変換素子。
【請求項１１】
　前記顔料系材料層の膜厚が１００ｎｍ以上であることを特徴とする請求項９または１０
に記載の光電変換素子。
【請求項１２】
　前記導電性薄膜下方の半導体基板内に無機光電変換部を有する請求項１～１１のいずれ
かに記載の光電変換素子。
【請求項１３】
　前記透明導電性酸化物薄膜の上に形成された保護膜を有する請求項１～１２のいずれか
に記載の光電変換素子。
【請求項１４】
　前記光電変換膜が、ｐ型有機半導体又はｎ型有機半導体を含む請求項１～１３のいずれ
かに記載の光電変換素子。
【請求項１５】
　前記光電変換膜が、電荷ブロッキング層を含む請求項１～１４のいずれかに記載の光電
変換素子。
【請求項１６】
　前記電荷ブロッキング層が電子ブロッキング層である請求項１５に記載の光電変換素子
。
【請求項１７】
　前記透明導電性酸化物薄膜が前記光電変換膜上に形成されている請求項１～１６のいず
れかに記載の光電変換素子。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれかに記載の光電変換素子を有する撮像素子。
【請求項１９】
　請求項１８記載の撮像素子であって、
　前記光電変換素子が上方に形成される基板と、
　前記基板に形成され、前記光電変換素子で発生した信号電荷に応じた信号を読み出す読
み出し部とを備える撮像素子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　本発明は下記の手段により、解決された。
（１）基体上に導電性薄膜、光電変換膜、透明導電性酸化物薄膜の順に積層されてなる光
電変換素子において、該透明導電性酸化物薄膜の膜厚が該光電変換膜厚みの１／５以下で



(3) JP 2007-88440 A5 2010.9.30

あることを特徴とする光電変換素子。
（２）前記透明導電性酸化物薄膜の膜厚が前記光電変換膜厚みの１／１０以下であること
を特徴とする（１）に記載の光電変換素子。
（３）基体上に導電性薄膜、光電変換膜、透明導電性酸化物薄膜の順に積層されてなる光
電変換素子において、該透明導電性酸化物薄膜の膜厚が５ｎｍ以上３０ｎｍ以下であるこ
とを特徴とする光電変換素子。
（４）前記光電変換膜の膜厚が３５０ｎｍ以下であることを特徴とする（１）～（３）の
いずれかに記載の光電変換素子。
（５）前記透明導電性酸化物がＩＴＯ又はＩＺＯであることを特徴とする（１）～（４）
のいずれかに記載の光電変換素子。
（６）前記透明導電性酸化物薄膜の光透過率が光波長４００～７００ｎｍの範囲で７５％
以上であることを特徴とする（１）～（５）のいずれかに記載の光電変換素子。
（７）前記透明導電性酸化物薄膜のシート抵抗が１００Ω/□以上１００００Ω/□以下で
あることを特徴とする（１）～（６）のいずれかに記載の光電変換素子。
（８）前記透明導電性酸化物薄膜がプラズマフリーな方法で成膜されることを特徴とする
（１）～（７）のいずれかに記載の光電変換素子。
（９）前記光電変換膜に、顔料系材料層が含まれることを特徴とする（１）～（８）のい
ずれかに記載の光電変換素子。
（１０）前記顔料系材料層の膜厚が７５ｎｍ以上であることを特徴とする（９）に記載の
光電変換素子。
（１１）前記顔料系材料層の膜厚が１００ｎｍ以上であることを特徴とする（９）または
（１０）に記載の光電変換素子。
（１２）前記導電性薄膜下方の半導体基板内に無機光電変換部を有する（１）～（１１）
のいずれかに記載の光電変換素子。
（１３）前記透明導電性酸化物薄膜の上に形成された保護膜を有する（１）～（１２）の
いずれかに記載の光電変換素子。
（１４）前記光電変換膜が、ｐ型有機半導体又はｎ型有機半導体を含む（１）～（１３）
のいずれかに記載の光電変換素子。
（１５）前記光電変換膜が、電荷ブロッキング層を含む（１）～（１４）のいずれかに記
載の光電変換素子。
（１６）前記電荷ブロッキング層が電子ブロッキング層である（１５）に記載の光電変換
素子。
（１７）前記透明導電性酸化物薄膜が前記光電変換膜上に形成されている（１）～（１６
）のいずれかに記載の光電変換素子。
（１８）（１）～（１７）のいずれかに記載の光電変換素子を有する撮像素子。
（１９）（１８）記載の撮像素子であって、前記光電変換素子が上方に形成される基板と
、前記基板に形成され、前記光電変換素子で発生した信号電荷に応じた信号を読み出す読
み出し部とを備える撮像素子。
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